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INTERNATIONAL STUDENT SCHOOL AND SEMINAR  «MODERN PROBLEMS  OF NANOELECGTRONICS, MICRO- AND NANOSYSTEM TECHNOLOGIES»

Novosibirsk State Technical University
ПРОГРАММА 
Международная школа-семинар
«Современные проблемы наноэлектроники, микро- и наносистемной техники»
INTERNANO’2009
28 октября
Лекции. НГТУ, конференц-зал
9.00 –10.10 
Прибытие участников. Раздача сборников трудов.
10.10 – 10.50
Лекция «Современные тенденции развития микросистемной техники». Лектор – д.т.н., проф. В.А. Гридчин, НГТУ, Новосибирск 
10.50 – 11.35
Лекция «Быстродействующие лазеры и излучатели одиночных фотонов с вертикальным резонатором». Лектор – д.ф.-м.н. В.А. Гайслер, зав. каф. ППиМЭ НГТУ, Новосибирск. 
11.35 – 11.50
Перерыв на кофе.

11.50 – 12.30
Лекция «Взгляд на природу с теплотой или неисчерпаемые возможности тепловидения». Лектор – д.ф.-м.н., профессор Б.Г. Вайнер, ИФП СО РАН, Новосибирск.
12.30 – 13.15
Лекция «Тепловизионная микроскопия: применение для диагностики микроэлектронных приборов». Лектор – д.ф.-м.н., профессор Г.Л. Курышев, ИФП СО РАН, Новосибирск.
13.15 – 13.45
Обед
Мини-коллоквиум «Память: тенденции развития и применения». IV корпус НГТУ, комн. 118.
13.45 – 14.25
Лекция «Opportunities for technologists with IEEE/SSCS». Лектор – проф. T. Kawahara, Hitachi Co., Tokyo, Japan
14.25 – 15.10
Лекция «Overview of Memories: Market and Technical Challenges» Лектор - др. B. Prince, Memory Strategies Co., Texas, the USA.
15.10 – 15.25
Перерыв на кофе.

15.25 – 16.10
Лекция «Emerging RAM Memories: DRAM/SRAM Trends with MRAM/SPRAM». Лектор – проф. T. Kawahara, Hitachi Co., Tokyo, Japan.
16.10 – 16.50
Лекция «Evolution of N-V Memories: Flash Memory Trends with PCRAM/RERAM» Лектор - др. B. Prince, Memory Strategies Co., Texas, the USA.
29 октября
Теоретические занятия. Институт физики полупроводников СО РАН, конференц-зал.

8.30 
Отправление автобусов от 4 корпуса НГТУ.

9.00 –10.10 
Прибытие участников в ИФП СО РАН. 
10.10 – 10.50
Лекция «МДП транзисторы на основе новых материалов». Лектор - чл.-корр. РАН И.Г. Неизвестный, ИФП СО РАН,  Новосибирск. 
10.50 – 11.35
Лекция «Наноструктуры с квантовыми точками: электронные и оптические явления, применения». Лектор – чл.-корр. РАН, профессор А.В. Двуреченский, ИФП СО РАН, Новосибирск.
11.35 – 11.50
Перерыв на кофе.

11.50 – 12.30
Лекция «Структурная диагностика полупроводников». Лектор – чл.-корр. РАН, профессор А.В. Латышев, ИФП СО РАН, Новосибирск.

12.30 – 13.15
Лекция «Применение МЛЭ эпитаксии для изучения наноструктур». Лектор – д. ф.-м.н., профессор О.П. Пчеляков, ИФП СО РАН, Новосибирск.
13.15 – 13.45
Обед

Практические занятия. Лаборатории ИФП СО РАН (корпус «термостат»).

14.00 – 15.30
Практическое занятие «Технологические вопросы создания МЛЭ структур». Ведущий – д.ф.-м.н., профессор О.П. Пчеляков, ИФП СО РАН, Новосибирск.
15.30 – 15.45
Перерыв на кофе.

15.45 – 17.15
Практическое занятие «Электронно-микроскопические методы характеризации наноструктур». Ведущий – чл.-корр. РАН, профессор А.В. Латышев, ИФП СО РАН, Новосибирск.
17.30 
Отправление автобусов от ИФП СО РАН (корпус «термостат») в НГТУ. 
30 октября
Теоретические занятия. IV корпус НГТУ, комн. 305.

9.30 –10.10 
Прибытие участников. Выдача сборников трудов.
10.10 – 11.35
Лабораторная работа «Моделирование технологических процессов в среде Sentaurus TCAD». Ведущий – к.ф.-м.н., доцент Е.А. Макаров, НГТУ, Новосибирск.
11.50 – 14.30
Лабораторная работа «Моделирование компонент микро- и наносистемной техники в пакете ANSYS» Ведущий – ст. преп. Н.В. Усольцев.
13.15 – 13.45
Обед

14.00 – 17.00
Работа по секциям

18.00
Фуршет

31 октября

9.00-12.00
Круглый стол «Перспективы применения наноэлектроники, микро- и наносистемной техники». Вопросы и выступления участников. Подведение итогов
По вопросам уточнения программы обращаться к секретарю Оргкомитета 
INTERNANO’2009 Александру Викторовичу Гридчину, тел. 8-913-759-87-33
